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Kopsavilkums. Petijuma apskafita informacija par tekstiliju (varsta izpildmehnismi), meditniskajos instrumentos,
virsmas modifikaciju ar materialiem plano karti nu veida. Ta ir implantu konstrukclis un ma#wu ddas [1].
daudzsoloSa tehnolgija tekstiliju funkcionaliz acijai, kas lauj lesggja  izputirat materﬁlus’ ar plazmas joniem

izveidot metlu, oksidu, poliméra un kompoztu parkl ajumus uz
tekstila materiala virsmas. Procesa rezulita tekstilmaterialam
lidztekus esoS@m unikalajam 1padbam tiek pieskirtas
paredzamajam lietojumam nepiecieSams papildipadbas.
Produktivaka no plano Kartinu iegaSanas tehnolgijam ir
materialu izputinaSana ar plazmas joniem. As svaigakas
priekSrocibas saidzinajuma citam tekstilmaterialu virsmu
parkl ajumu iegiaSanas metodm: 1) ir viegli izputinami pat
visgriitak kiistoSie materhli; 2) iegatajam parkl ajumu karti pam
ir labaka adhezija ar materialu; 3) karti pas biezumu, sagivu,
struktaru un vienmerigumu ir viegli kontrolét pielagojot
parametrus uzputinaSanas procesa laik atbilstoSi materiala
padbai.

Atslegas vardi: tekstiliju virsmas modifik acija, magnetrona tipa
materiala izputinaSanas sistma, sakaugjumu tipa plano karti pu
iegnSana, izputimaSanasatrums

IEVADS

Tekstilmaterili daudzveidgas fornmis arvien vaigk tiek
izmantoti plaSa groga nozags, uzlabojot to virsmagpaibas
rasti daudzpugi jauni pielietojumi.Vairums jonas ir svargi
lietot tekstilmateidlus ar spedii veidotam virsmuipadbam,
ta ka dabisk tekstila virsma bieZi vien nav idlke piemerota
lietojumam, pieraram, antistatisko, optisko un cifipasbu
nodroSinaSanai. Bde] aktuala ir tadu metoZu un tehnoggju
izstrade, kas maina un nodroSina nepieciegganekstiliju
virsmasipa3bas.

MATERIALU IZPUTINASANA AR PLAZMAS JONIEM TAS
PIELIETOJUMI UN PRIEKSROBAS

Virsmas ipa3bas var izmaift materilu uznesot mno
kartinu veidh. Phlnas lartinas iespjams ie@it vakuuma
termislés iztvai@Sanas procasun izputinot mategiu ar
plazmas joniem. Termigk iztvai€Sanas procasmaterils
tiek izkausts un tas atoara veida kondensgjas uz tekstiliju
virsmas pinas kartinas veid.

Materila izputiraSana ar plazmas joniem ir plasi izmantota

metode aizsafjoSo mrklajumu razoSam veidojot pret

koroziju un nodilumu notdgas virsmas. So metodi plasi
izmanto metlapstade un automa®u motoru diu kvalitates
uzlaboSanai, & an pres€Sanas procesos (plastmasas
aluminija savienojumi; veidnes ieliktnis, &oSi serdai,
slidoSas defas, eZektoru tapas), avio un kosmaganieaba

un

(katodizputinSanas process) tika attd 1852. gada beig
[7]. Tagad % tiek plasi izmantota daudz nozags dazdu
materalu parklajumu iegiSanai.

Ir izstradatas vaigkas sistmas, lai realiztu izputiraSanas
procesu, t. sk., idzstavas izputiaSanas tehnofgja, ko
izmanto, ja rarkis ir metls. Augstfrekvences spriegumu
izmanto, lai izputiatu dielektriskus mategius, jo tas no#rs
statisk ladina veidoSanos uz dielektrisknaterila virsmas. Ja
vakuumkamex bez inerds dazes tiek ievaida reakiva gaze,
pieneram, shpeklis, tad realigas reakivais izputiaSanas
process, kas nodroSinaapb kartinu iegiSanu nokimiskiem
savienojumiem. Pilnveidojot mateli izputi/aSanas procesu
tika izstadata magnetrona tipa izputiSanas sistmas, kuis
izmanto stiprus savstajp perpendikuirus elektrisko un
magretiskos laukus.

Sodien visplagko pielietojumu atrod matetu izputiraSana
izmantojot magnetrona tipa <istu. Magnetrona tipa
izputinaSanas procasplazma tiek koncergta nerka tuvuna
un tas nodroSina &nka materila lielaku izputiraSanas
atrumu. Ta ka izsistajiem” atomiem ir noteikta kitiska
enegija un virziens, tie sasniedz preimérkim novietoto
pamatdti un kondengas uz #s phknas kartinas veid.
NepiecieSamo phas kartipas biezumu var nodrodin
izmainot ne&rka izputiriSanas laiku un citus procesa
parametrus [6].

UzputimaSanas process notiek argona (vai citazes)
plazmas vid. Atrums, ar Edu pirklajuma matedls atsgj
merki, atkafigs no bombarmgjoso jonu engjijas un to skaita,
kas atsitas pret &rki. Tadel, lai iegitu augstu kondeasijas
atrumu, lams palieliat plazmas hlvumu uzputiama
materila avota tuvurd. Materila izputiraSanai bez plazmas
izplatiSaras telpas ierobezoSanai ir vadr trakumi - zems

materélu kondensSaras atrums un zema jonirijas
efektivitate plazm [1].
UzputimaSanas procesam ir vakas priekSrotbas

saidzinajuma ar ciam tehnolgijam:

mérka materilu daudzveitba - meili, dielektriki,
metlu oksdi un polineri;
parklaSana notiek zemntemperaira;
var tikt kombireti daZdi materili;
nodroSiata laba  matediu
Skiedrmaterilu virsmam;
viennerigs @rklajuma biezums;
vienkarSa krtinas biezuma kontrole;

adfezija  ar
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° materila kondenseijas atrums ir mazaﬂéﬁgs l.att. Mérka materialu izputin a8anas atrums (nm/min) iek artai
dazdiem nerka materiliem; SC7620 [2]

¢ virsmas afsana uzputinot pirms apklajuma Materilu izputiraSanasitrumu atkafgs no narka materila
uznesanas, 5 _ (1. tab.). 1. adls paada daZdu materilu izputiraSanas
 izputimama merka kalpoSanas ilgums vari® zirymy attietha pret zeltu, pigemot, ka zelts ir 1.
simtiem ciklu. UzputiraSanasitrums ir af atkafgs no procesa parametriem,
t.sk., pie mrka pieliké sprieguma, darbaages spiediena,
attaluma starp pamatti un nerki un citiem. Tie ir tikai daZi
no procesa parametriem, kas ietekmuzputiraSanas
produktivitati, parklajuma lartinas biezumu, kompadiju,

1. TABULA
MERKA MATERIALU IZPUTINASANAS ATRUMS [2]

Apzim. Metls Nm/min vienneribu, struktiru un tribu.
AU Zelts 1.0 Merkis varI lit af mozakas tipa, kombigjot daZdus
merka materdlus nepiecieSamag proporcigs (2. att.).
Ag Sudrabs 1.2 i P @ ProporCis ( )
Co Kobalts 0.5
Cr Hroms 0.5
Cu Vars 0.7
Fe Dzelzs 0.5
Mo Molibdens 0.3
Ni Nikelis 0.5
Pd Palidijs 0.85 a b c
Pt Platns 0.6 Nikela sektors: 15° Nikela sektors: 17° Nikela sektors: 21°
Titana sektors: 45° Titana sektors: 28° Titana sektors: 24°
Ta Tantals 0.2 Kompozicija: 36:64 Kompozicija: 50:50 Kompozicija: 60:40
w Volframs 0.2
2.att. Mozaikas tipa m érki ar daZ adu sast avu [3]
Safdzinajuma ar ciam parklajumu metodm svargaka
izputinaSanas priekSraba ir &, ka pat giti kustoSie matedli
10 ir viegli uzputirami, bez tam uzputi$anas metadiegitam
9 kartipam ir lakaka adlzija ar pamatii neka termiskis
& b iztvaiceSanas procas af kartipas biezumu ir daudz vieak
I | nodrosirat, kontrokjot procesa parametrus un maiki
E = izputimaSanas laiku. Arsakaugiuma tipa lrtinas var viegli
= : i iegat ar izputiraSanas metodi [1].
1 3_. —F MAGNETRONATIPA UZPUTINASANASIEKARTAS
: e
Q 5 : P - . . —
Pl S A Magr_letrona |zput|aisanas_ tehnog)ja tl_ka |_zstﬁdata,
: novietojot magatus perpendikari merka virsmai, kas ar
Szelts ~ #AuWPd aplatns ierobezo sekurwio elektronu izplaBanos pamattes virziea.
znikelis . sudrabs svars . . o P =
- Magnetrona tipa izputi$anas principla sfema paidita
3.atela.
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3. att. Magnetrona tipa izputin  aSanas sist @mas principi ala sh éma [4]

Kondenatu ir iesggjams veidot k sakaugumu izmantojot
vairakas magnetrona tipa izpuianas sistnas vienlaiti (4.
att.). Atela pa@ditaja ierice elektroniski tiek kontraits katra 1
meérka izputiriSanas process re@jdt ta parametrus; lai
materilu sadaljums hitu vienngrigs pamatie atrodas uz

rotéjoSa tuktaja.

—_— kartralgjams elektroniski
+".

- Magnéts
T MErkis

= Plazma
- Substréts

Rotgjoss
pamatnites
turétajs

4. att. Magnetrona uzputin asana ar diviem m érkmateri aliem [5]
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Anna Putnina, Silvija Kukle. Textile surface modification of materials by sputtering technology

The study examined information on the textile stefanodification of materials with a thin layer.idta promising technology in the textile functiamation,
allowing the creation of metallic, oxide, polyme&meposites and coatings for textile materials. Tiwe@ss gives the unique features to textile armalialgiven
the necessary additional features. A more prodectiethod is sputteringn jon sputtering deposited matter particles amkén from the target surface, the
bombing of low temperature ion plasma. lon spuitgriypes is the cathode, magnetron, reactive memgmeetc., which differ from one another by low-
temperature plasma distribution space. If the spaty process is of chemical reagents (gas phastei presence, then the sample surface is formetieb
interaction sputtering substances in products (aisobxides, nitrides). This is called a reactivettgping. Reactive magnetron sputtering used tétapfilms of
chemical compounds, mainly oxides and nitride. Emgethe vacuum chamber, argon, accompanied bynddsie amount of these reactive gases: oxygen or
nitrogen. Particular attention is paid to the pudt the reagents and the airtight chamber, whakiccimpair the results obtained by sputtering. [8hgnetron
sputtering major advantage over other textile swrfeoating production methods: 1) even the modicdif melting materials are easily to sputter, tB§
resultant coating films have better adhesion torttaerials; 3) high sputtering rate at low opetioltage (300-700 V) and at low working gas pressu
(5-10™* - 1- 102 Topp); 4) deposition high purity, 5) possible to obtaimniform thickness layer on a large-area sulestri#l], 6) layer thickness, composition,
structure and smoothness is easy to control thetatitan parameters of sputtering process the ptiegesf the material.

Anna ITytaeins, Cuibsust Kykiie. M oaudukaimsi oBepxXHOCTel TEKCTHIBHBIX MATEPHAJIOB IIPH IOMOIIH TEXHOJIOIHH HANbLICHHUS

B pabore coxepxurcs nHboOpMarms 0 MOAMGUKAIME MTOBEPXHOCTEH TEKCTHJIBHBIX MATEPHAIOB CIIOCOOOM HANBUICHHS HAa HHX TOHKHX MOKPBITHH. JTO
HEpPCIEKTHBHAS TEXHOJIOTHS MOJM(UKALMH TEKCTUILHBIX MaTEPHAJIOB, KOTOPAs MO3BOJISIET HAHOCHTD MOKPBITHS METAJIOB, OKHCEH, MOIMMEPOB M KOMIIO3UTOB
Ha MOBEPXHOCTh TEKCTHIBHBIX MaTepHanoB. B pesymbrate mpoliecca TEKCTHIBHBIM MaTepHalaM, Hapsiay C CYLICCTBYIOLIIMMH YHHKAJIBHBIMH CBOMCTBAaMH,
[PHAAOTCS JOMOJTHUTEIBHBIC CBOWCTBA, IMPELYCMOTPEHHBIC IS HYXKA JajlbHEHIIEro ucroib3oBaHus. Hanbonee mMpoayKTHBHOH TEXHOIOTHEH MOIIydEHHUS
TOHKHX MOKPBITHH SIBISCTCSI HANBUICHHE [IPH NMOMOIIM HOHOB IUIa3Mbl. B mpomecce HOHHOrO HaNbUICHHS, YaCTHIIBI HAHOCHMOTO BEILECTBA BBIOHBAIOTCS 3
[IOBEPXHOCTH Lien, OoMOapaupys e€ HOHaMHU IUIa3Mbl HH3KOM TeMrepaTypsl. Buaamn HMOHHOTO HAaNbUICHWS SIBISFOTCS KAaTOAHAS, MarHETPOHHAs M ApYTHe,
KOTOpbIE OTJIMYAIOTCS APYT OT ApYyra paclpeeicHHeM HU3KOTEMIICPATypHOH IUTa3Mbl B MPOCTPAHCTBE. ECIM HambpuleHHE MPOMCXOAUT IPU MPUCYTCTBHU
XHMHYECKHX PearcHToB (B ra3oBoil (hase), To Ha MOBEPXHOCTH 00pa3lia BO B3aUMOJCHCTBUM C HAIBUISIEMBIMH BELIECTBAMH 00pa3yeTcst MPOAYKTHI (Takue, Kak
OKCHJIbI, HUTPU/IBI). DTO HA3bIBACTCS PEAKTHBHBIM HAIlbUICHHEM. PEakTHBHOE MarHETPOHHOE HAIMBUICHHE MCIOJB3YeTCs MUl HAIMBUICHHS CIOSI XMMHYECKHX
COCAMHEHHI, B OCHOBHOM, OKCHIOB M HHUTPHIOB. B BakyyMHYIO Kamepy BBOJHUTCS aproH, K HeMy HOOABILSIIOT HO3MPOBAHHOE KOIMYECTBO AKTHBHBIX I'a30B!
KHciopoaa win azora. Ocoboe BHUMAHUE YIEISETCsl YHCTOTe PEareHTOB U repMETHYHOCTH KaMepbl, YTOObI B KaMepy HE Monajl BO3AYX, YTO MOXET YXyAIIHTh
HOJTy4eHHBIE pe3yabTaThl HarbuieHus. [8]. OCHOBHBIMH NPEHMYILECTBAMH HAIBUICHUS MarHETPOHHOIO THIIA MEPei APYTHMMH METOAAMH HAHECEHHS MOKPHITUH
Ha TEKCTHJIBHBIC IOBEPXHOCTH SIBISIOTCS: 1) JIErKO HANBUIIOTCS @K€ CaMble TYTOIUIaBKHE MAaTEPHAIbL,, 2) HOMy4CHHbIC MOKPHITHS HMEIOT JIYUIIYIO a[re3Hio K
MaTepuany, 3)BBICOKas CKOPOCTh HaNbLICHHs NMpH HU3KkoM Hampsokernu (300-700BT) 1 npH HU3KHX JaBieHusx paGouero rasa (5-10* - 1+ 102 Topp), 4) He
HPOUCXOJMT MEPErpeB MOIIOXKKH, 4) BBICOKAs! CTENEHb YaCTOTHI MOIOKKH , 5) BOSMOXXHOCTD IMOJIYYHTh CJIO PAaBHOMEPHOI TOJIIMHBI Ha GOIBIION IIIONIAIH
notokku [8], 6) TonmuHy ci10s1, COCTaB, CTPYKTYPY U INIAAKOCTH JIETKO KOHTPOJIHPOBATh, aAANTUPYS HX ITapaMeTPhl B MPOLIECCE HANBLUICHHUS, B COOTBETCTBHH C
XapaKTepPUCTHKAMU MaTePHAIIOB.
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